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(54) 오엘이디 디스플레이 패널 및 그 제조 방법

(57) 요약

오엘이디 디스플레이 패널은 유기물층과 무기물층이 각각 한층 또는 두층 이상 조합되어 형성되는 오엘이디 패널 패시베

이션층에 있어서, 패시베이션층에 빈공간을 형성하여 빈공간의 패시베이션층에 전달된 열이 빈공간의 하부 패시베이션층

으로 전달이 용이하지 않도록 하는 구조를 가지는 것을 특징으로 한다. 또한, 오엘이디 패널 패시베이션층의 제조 방법이

제공된다.

대표도

도 3

특허청구의 범위

청구항 1.

유기물층과 무기물층이 각각 한층 또는 두층 이상 조합되어 형성되는 오엘이디 패널 패시베이션층에 있어서,

상기 패시베이션층에 빈공간을 형성하여 상기 빈공간의 상부 패시베이션층에 전달된 열이 상기 빈공간의 하부 패시베이션

층으로 전달이 용이하지 않도록 하는 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 오엘이디 디스플레이 패널.

청구항 2.
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제 1 항에 있어서,

상기 빈공간은 질소 또는 이와 등가의 불활성기체로 충전되어 있는 것을 특징으로 하는 오엘이디 디스플레이 패널.

청구항 3.

(a) 단위셀 제조공정이 완료된 기판 상에 전체적으로 콘포말하게 유기물층 및 제1 무기물층을 차례대로 도포하는 단계;

(b) 상기 제1 무기물층 상에 용해성 고분자층을 형성하는 단계;

(c) 상기 용해성 고분자층 상에 제2 무기물층을 형성하는 단계;

(d) 상기 제2 무기물층 상에 포토-에칭공정을 통해 일부영역에서 상기 제2 무기물층이 노출되도록 하는 감광막패턴을 형

성하는 단계;

(e) 상기 감광막패턴을 마스크로 노출된 상기 제2 무기물층을 에칭하여 상기 용해성 고분자층을 노출시키는 단계; 및

(f) 유기용매를 이용하여 노출된 상기 용해성 고분자층을 제거하여 열완충용 빈공간을 형성하는 단계를 포함하는 오엘이

디 소자의 패시베이션 방법.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

상기 용해성 고분자는 감광막패턴과 같은 소재로 되어 있어 상기 유기용매에 의해 동시에 제거되는 것을 특징으로 하는 오

엘이디 소자의 패시베이션 방법.

청구항 5.

제 3 항에 있어서,

상기 제1 무기물층 및 제2 무기물층은 SiNx로 이루어지는 것을 특징으로 하는 오엘이디 소자의 패시베이션 방법.

청구항 6.

제 3 항에 있어서,

상기 빈공간은 질소 또는 이와 등가의 불활성기체로 충전되어 있는 것을 특징으로 하는 오엘이디 소자의 패시베이션 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
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본 발명은 오엘이디 디스플레이 패널 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 오엘이디 디스플레이 패널을 레

이저를 이용하여 패시베이션 해주는 공정에 있어서 열에 의한 오엘이디 패널의 손상을 방지할 수 있는 오엘이디 디스플레

이 패널의 구조 및 그 제조방법에 관한 것이다.

오엘이디(OLED)라 함은 Organic Light Emitting Diode의 약자로서 발광성(luminescent) 유기화합물을 전기적으로 여기

시켜(excited) 발광시키는 자발광형 디스플레이를 말한다.

오엘이디는 낮은 전압에서 구동이 가능하고 박형화, 광시야각, 빠른 응답속도 등 LCD에서 문제로 지적되고 있는 결점을

해소할 수 있으며, 다른 디스플레이 소자에 비해 중형 이하에서는 TFT-LCD와 동등하거나 그 이상의 화질을 가질 수 있다

는 점과 제조 공정이 단순하여 향후 가격 경쟁에서 유리하다는 등의 장점을 가진 차세대 디스플레이로 주목받고 있다.

이러한 오엘이디는 투명 유리 기판 상에 양전극으로서 ITO 투명 전극 패턴이 형성되어 있는 형태를 가진 하판과 기판 상에

음전극으로서 금속 전극이 형성되어 있는 상판 사이의 공간에 유기 발광성 소재가 형성되어, 상기 투명 전극과 상기 금속

전극 사이에 소정의 전압이 인가될 때 유기 발광성 소재에 전류가 흐르면서 빛을 발광하는 성질을 이용하는 디스플레이 장

치이다.

도 1은 종래의 오엘이디 디스플레이 패널을 나타내는 단면도이다.

도 1에 도시된 바와 같이 종래의 오엘이디 디스플레이 패널(10)은 기판(100)상에 하부전극패턴(110)이 형성되고, 상기 하

부전극패턴(110) 상에는 화소영역이 정의되는 화소영역을 제외하고 전면에 걸쳐 절연체(insulator; 120)가 형성되며, 상

기 절연체(120) 상에는 역테이프형(역마름모형)의 분리체(separator; 130)가 형성되며, 상기 절연체(120)에 의해 노출된

하부전극패턴(110) 상에는 발광유기물층(140)과 상부전극층(150)이 차례대로 적층되어 있으며, 상기의 모든 구조물들은

패시베이션층(passivation layer; 160)에 의해 덮여져 있다.

패시베이션층(160)을 형성하는 이유는 상부전극층(150)의 산화를 방지하고 수분이나 산소에 민감한 발광유기물층(140)

을 보호하기 위함이다.

이러한 패시베이션층(160)은 형성 후에 보다 단단한 층을 형성하기 위하여 레이저, 구체적으로는 엑시머 레이저(excimer

laser)와 같은 고출력 단파장(약 150~400nm)을 가진 광을 조사하여 어닐링(annealing) 해주는 과정을 거쳐는데, 이러한

어닐링 공정을 패시베이션층(160) 깊숙히 해줄 경우 오엘이디 단위셀에 열적충격을 주어 오엘이디 소자에 손상을 줄 우려

가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 패시베이션층 깊숙히 어닐링을 해주더라도 공정 중에 열에 의한 소자의 열적충격

을 방지할 수 있는 오엘이디 디스플레이 패널을 제공하는데에 있다.

본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 상기 오엘이디 디스플레이 패널의 제조방법을 제공하는데에 있다.

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기

술적 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

발명의 구성

상기의 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 오엘이디 디스플레이 패널은 유기물층과 무기물층이 각각 한층

또는 두층 이상 조합되어 형성되는 오엘이디 패널 패시베이션층에 있어서, 패시베이션층에 빈공간을 형성하여 빈공간의

패시베이션층에 전달된 열이 빈공간의 하부 패시베이션층으로 전달이 용이하지 않도록 하는 구조를 가지는 것을 특징으로

한다.

상기의 다른 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 오엘이디 소자의 패시베이션 방법은 (a)단위셀 제조공

정이 완료된 기판 상에 전체적으로 콘포말하게 유기물층 및 제1 무기물층을 차례대로 도포하는 단계, (b)무기물층 상에 용

해성 고분자층을 형성하는 단계, (c)용해성 고분자층 상에 제2 무기물층을 형성하는 단계, (d)제2 무기물층 상에 포토-에
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칭공정을 통해 일부영역에서 제2 무기물층이 노출되도록 하는 감광막패턴을 형성하는 단계, (e)감광막패턴을 마스크로 노

출된 제2 무기물층을 에칭하여 용해성 고분자층을 노출시키는 단계, 및 (f)유기용매를 이용하여 노출된 용해성 고분자층을

제거하여 열완충층을 형성하는 단계를 포함한다.

기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 첨부 도면들에 포함되어 있다.

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참

조하면 명확해질 것이다. 그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태

로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을

가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명

세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다.

또한, 도면에서 층과 막 또는 영역들의 크기 두께는 명세서의 명확성을 위하여 과장되어 기술된 것이며, 어떤 막 또는 층이

다른 막 또는 층의 "상에" 형성된다라고 기재된 경우, 상기 어떤 막 또는 층이 상기 다른 막 또는 층의 위에 직접 존재할 수

도 있고, 그 사이에 제3의 다른 막 또는 층이 개재될 수도 있다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 오엘이디 디스플레이 패널을 나타내는 단면도이다.

다만, 도 2에 있어서, 기판, 하부전극패턴, 절연체(insulator), 분리체(separator), 발광유기물층 및 상부전극패턴이 형성

된 오엘이디 소자 구조는 종래의 것과 동일하므로 그 설명을 생략하기로 하며, 본 발명은 이들 소자를 보호하기 위한 패시

베이션층에 관한 발명이므로 이하에서는 패시베이션층에 대한 설명만을 하기로 한다.

도 2에 도시된 바와 같이 오엘이디 디스플레이 패널의 패시베이션층(200)은 유기물층과 무기물층이 한층 또는 두층 이상

조합되어 형성되어 있으며, 이러한 유기물층 및 무기물층 사이에는 반드시 한 층이상의 빈공간을 가지는 것을 특징으로 한

다.

도 2에서는 화소영역이 형성되어 있는 오엘이디 소자상에 전체적으로 콘포말(피도포층의 표면과 전체적으로 접하며 피도

포층의 형상을 그대로 유지하도록의 의미임)하게 도포되어 있는 유기물층(201) 상에 SiNx와 같은 제1 무기물층(202)이

형성되어 있고, 상기 제1 무기물층(202) 상에 비어 있는 빈공간(203)이 형성되어 있다.

상기 빈공간층(203)의 상부에는 상기 빈공간(203)의 형성하기 위해 유기용매가 유입되는 유입공이 형성되어 있는데, 이러

한 유입공으로 수분이나 산소가 침투되는 것을 방지하기 위해 빈공간(203) 상부에는 다시 유기물층과 무기물층들이 단독

또는 조합되는 형태로 적층될 수 있다.

다만, 본 발명의 기술적 사상은 단층 또는 수층의 유기물층과 무기물층으로 오엘이디 소자의 패시베이션층을 형성하되 그

중간 영역에 빈공간을 형성하여, 빈공간의 상부 패시베이션층으로부터 빈공간의 하부 패시베이션층으로 열의 전달이 용이

하지 못하도록 하는데에 있다.

따라서, 빈공간(203)을 형성하는 것 외에 구체적인 유기물층 및 무기물층의 갯수, 그 적층순서, 그 물질의 종류에 의해서는

본 발명의 권리범위가 제한되지 아니한다.

도 2에서도 빈공간(203) 상에 네층의 유기물 내지 무기물층이 조합되어 이루어지는 층이 형성되어 있으나, 이는 예시적인

것에 불과하다.

빈공간(203)은 진공상태로 되어 있어도 무방하나, 질소 또는 그와 등가의 불활성가스로 충전해주는 것이 바람직하다.

도 3은 도 2의 오엘이디 디스플레이 패널의 패시베이션층을 형성함에 있어서 빈공간을 형성하기 위한 방법을 설명하기 위

한 공정흐름도이고, 도 4a 내지 도 4g는 도 3의 각 공정단계에 있어서의 공정단면도들이다.

본 발명의 실시예에 따른 오엘이디 디스플레이 패널의 패시베이션층을 형성하기 위해서는 먼저, 도 4a에 도시된 바와 같이

단위셀(unit cell) 제조공정이 완료된 기판(400) 상에 전체적으로 콘포말(conformal)하게 유기물층(410) 및 제1 무기물층

(420)을 차례대로 도포한다(S310).
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이때, 콘포말의 의미는 피도포층의 표면과 전체적으로 접하며 피도포층의 형상을 그대로 유지하도록 도포된다는 것을 의

미한다.

기판(400) 상에는 단위셀을 정의하는 하부전극패턴(401), 절연체(402), 분리체(405), 및 발광유기물층(403)과 상부전극

층(404)이 형성되어 있는데, 이는 종래의 단위셀 공정에 의해 제조된 것들을 모두 포함한다.

유기물층(410)은 상기 단위셀 제조공정이 완료된 기판(400) 상에 상기 단위셀들이 모두 덮이도록 도포되는데, 유기물층

(410)을 형성하기 위한 유기물로는 감광막으로 사용되는 소재나 아크릴계, 우레탄계의 고분자 재료가 사용될 수 있다.

유기물층(410)으로 단위셀 제조공정이 완료된 기판(400)을 도포하는 이유는 외부의 수분이나 산소의 침입으로부터 단위

셀의 상부전극(404)의 산화 방지 및 발광유기물층(403)의 열화(degradation)를 방지하기 위함이다.

제1 무기물층(420)은 상기 유기물층(410) 상에 콘포말하게 도포되며, 제1 무기물층(420)으로는 SiO2, SiNx와 같은 무기

물들이 사용될 수 있다.

다음으로, 도 4b에 도시된 바와 같이 상기 제1 무기물층(420) 상에 용해성 고분자층(430)을 형성한다(S320).

용해성 고분자층(430)이란 후에 유기용매와 같은 용매에 의해 거의 대부분 제거될 수 있는 고분자로 구성된 층을 의미하

며, 이러한 용해성 고분자층(430)이 용매에 의해 후에 제거됨으로써 본 발명의 열완충용 빈공간(도 2의 203참조)이 만들

어진다.

용해성 고분자층(430)으로는 일반적으로 비극성 유기용매에 쉽게 용해될 수 있도록 비극성 고분자로 된 소재가 사용될 수

있으며, 그 구체적인 물질로는 폴리이미드수지를 들 수 있다.

다음으로, 도 4c에 도시된 바와 같이 용해성 고분자층(430) 상에 제2 무기물층(440)을 형성한다(S330).

제2 무기물층(440)에는 후에 진행되는 에칭공정을 통해 하부의 용해성 고분자층(430)이 노출되도록 하는 홀이 형성되며,

이 홀들을 통해 유기용매가 용해성 고분자층(430)에 침투되어 용해성 고분자층(430)을 용해시키게 된다.

제2 무기물층(440)의 형성에 사용되는 무기물로는 SiO2, SiNx가 등을 예로 들 수 있는데, 이외에도 다양한 무기물들이 사

용가능하다.

다음으로, 도 4d에 도시된 바와 같이 제2 무기물층(440) 상에 감광막패턴(450)을 형성한다(S340).

상기 감광막패턴(450)은 포토마스크를 이용한 포토-에칭공정에 의해 형성되며, 일부영역에서 제2 무기물층(440)이 노출

되어 있는 형태로 패터닝 되어 있다.

다음으로, 도 4e에 도시된 바와 같이 상기 감광막패턴(450)을 식각마스크로하여 제2 무기물층(440)을 에칭한다(S350).

감광막패턴(450)에 있어서 일부영역에서 노출되어 있는 제2 무기물층(440)은 에칭공정에 의해 제거되며 그 결과 동일영

역에서 용해성 고분자층(430)이 노출된다.

이때의 에칭공정은 플라즈마에 의한 건식에칭도 가능하나, 선택성(selectivity)이 우수한 식각액을 사용한 습식에칭 방식

을 사용하는 것이 바람직하다.

다음으로, 도 4f에 도시된 바와 같이 유기용매를 이용하여 용해성 고분자층(430)을 제거하여 열완충용 빈공간(431)을 형

성한다(S360).

이때 사용되는 유기용매는 용해성 고분자층(430)의 형성에 사용되는 재질에 따라 결정되는데, 본 발명에서는 아세톤

(acetone)이 사용되었다.
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또한, 용해성 고분자층(430)의 제거시 감광막패턴(450)도 동시에 제거(이를 애싱공정이라 함)하는 것이 바람직한데, 그러

기 위해서는 앞서 설명한 바와 같이 용해성 고분자층(430)을 감광막패턴(450)의 형성에 사용되는 소재와 같은 것을 사용

하는 것이 바람직하다.

다음으로, 도 4g에 도시된 바와 같이 열완충용 빈공간(431)이 형성된 구조물상에 콘포말하게 유기물층 또는/및 무기물층

을 조합하여 적층시킨다.

이때, 사용되는 유기물층과 무기물층의 층수, 종류 및 배열은 본 발명의 권리범위를 제한하지 아니한다.

마지막으로, 상기의 단계에 의해 제조된 적층구조물 상에 엑시머 레이저와 같은 고출력 단파장(150~400nm)의 광을 조사

하여 장시간동안 노출시키더도 열완충용 빈공간(431)으로 인해 열완충용 빈공간(431)의 상부에 전달된 열은 열완충용 빈

공간(431)의 하부로 전달되지 않게 된다.

이로 인해, 패시베이션층 깊숙히 어닐링하는 공정이 가능해진다.

다만, 상기의 공정단계에 있어서, 열완충용 빈공간(431)을 형성하는 단계 후, 열완충용 빈공간(431)에 질소 또는 이와 등

가의 불활성 가스를 빈공간(431)에 채워주는 공정단계를 더 둘 수도 있다.

이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로

다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이

나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상

에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

발명의 효과

본 발명의 실시예에 따른 오엘이디 디스플레이 패널 및 그 제조 방법에 의하면 패시베이션층의 중간에 상부의 열을 하부로

전달하는 것을 용이하지 못하도록 하는 열완충용 빈공간을 형성함으로써 보다 깊숙한 어닐링 처리가 가능하며, 종래에 유

리를 이용하여 봉지캡을 형성하는 것에 비해 비교적 간단하고도 저가의 비용으로 보다 신뢰성 있는 봉지캡 공정수행이 가

능해 진다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 오엘이디 디스플레이 패널을 나타내는 단면도이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 오엘이디 디스플레이 패널을 나타내는 단면도이다.

도 3은 도 2의 오엘이디 디스플레이 패널의 패시베이션층을 형성함에 있어서 빈공간을 형성하기 위한 방법을 설명하기 위

한 공정흐름도이다.

도 4a 내지 도 4g는 도 3의 각 공정단계에 있어서의 공정단면도들이다.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

400: 기판 410: 유기물층

420: 제1 무기물층 430: 용해성 고분자층

440: 제2 무기물층 450: 감광막패턴

431: 열완충용 빈공간

도면
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도면1

도면2

도면3
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도면4a

도면4b

도면4c

도면4d
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도면4e

도면4f

도면4g
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专利名称(译) OIDI显示面板及其制造方法

公开(公告)号 KR1020070065092A 公开(公告)日 2007-06-22

申请号 KR1020050125779 申请日 2005-12-19

[标]申请(专利权)人(译) 大宇电子株式会社

申请(专利权)人(译) 东方大宇电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 东方大宇电子有限公司

[标]发明人 HAN CHONG YOUNG

发明人 HAN CHONG YOUNG

IPC分类号 H05B33/22 H05B33/10

CPC分类号 C09K11/06 H01L27/32 H01L51/5237 H01L51/56 Y02B20/36

其他公开文献 KR100773934B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

OLED显示面板具有这样的结构，其中形成空间的热量的传递或者在钝化
层上形成道歉的结构，关于oled面板钝化层，该oled面板钝化层被组合在
分离器上并被形成并被传递到钝化层。有机层和无机材料层的空的空间
不会越来越便于空的空间的下部钝化层。此外，提供了oled面板钝化层
的制造方法。 OLED，OLED，钝化，空白空间，热冲击吸收。
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